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 本研究の成果は、今後のトレンチ型 MOSFET の微細化に重要な役割を果たすのみならず、形状を保ったまま表面
の平坦化を行うナノプロセス技術として、Fin 型 FET 等の三次元デバイスや Micro Electro Mechanical System
（MEMS）、フォトニクス分野への応用が期待される。さらには、ナノテクノロジーでのナノワイヤー形成にも展開
が可能であり、今後の技術の発展に大きく寄与することが期待される。 


















4. 水素雰囲気アニール技術をトレンチ型 MOSFET の製造プロセスに応用し、トレンチ型 MOSFET のコーナー曲
率制御を行い、ゲート酸化膜の電流電圧特性においてゲートリーク電流を大幅に低減し、経時的絶縁膜破壊
（TDDB）特性においてゲート破壊電荷量の大幅な改善を示し、デバイス信頼性の改善を確認している。 
 以上のように、本論文は、シリコンの３次元微細構造の水素雰囲気アニールプロセスを物理的、化学的に明らかに
し、半導体プロセス技術としてのその有用性を示している。この研究成果は、応用物理学、特に半導体工学に寄与す
るところが大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。 
